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Изучение спектров характеристических потерь энергии (ХПЭ) электронов позволяет получить информацию о состояний валентных электронов (по частотам возбуждения поверхностных и объёмных плазмонов) и о распределении плот-ности электронных состояний твердых тел (по частотам межзонных переходов электронов). В данной работе приводятся результаты экспериментального и тео-ретического исследования особенностей плазменных колебаний валентных элек-тронов в ионно-имплантированном кремнии. Были сняты спектры ХПЭ монокристалла Si(111) в процессе имплантации ионов Ba+, Na+  с энергия 1кэВ. Обнаружено, что начиная с доз обучения близких к дозе аморфизации Si(111) происходит сдвиг энергии поверхностного ([image: image2.png]hw



s) и объёмного плазмона ([image: image4.png]hw



v) в область низких энергий. Для определения спектра энергетических потерь первичного пучка в ионно - имплантированном Si мы исходили из двухжидкостной модели электронного газа. Т.е. имеется нарушенный слой толщиной а с диэлектрической проницаемостью ( ((, z), который граничит с ненарушенным чистым Si с диэлектрической проницаемостью (0((, z). В длинноволновом пределе диэлектрическая проницаемость ионноимпантиро-ванного полупроводника может быть записана в виде: (((, z)=(0 (()+(s(z),

где           
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Излучение объемных плазмонов в среде с локальной ДП ( ((, z) электроном, находящимся в вакууме, является переходным.  Анализ черенковского процесса генерации объемного плазмона электроном, находящимся в среде, показал, что пик спектра описывается выражением, содержащим интеграл в котором ( есть пространственное затухание волнового поля налетающего электрона  в среде. Процесс генерации объёмного плазмона содержит пик при условии  zmax=z0(()  или (0 ( +(s(zmax)=0.
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(2)

Cледовательно, положение пика объемного плазменного резонанса в ионно – имплантированном Si приходится на низкочастотный край диапазона возбужда-емых частот, определяемых неравенством -(s(zmax)( (0(()(0. Поскольку с ростом дозы облучения величина (s(zmax) увеличивается, сдвиг пика в сторону меньших энергий также возрастает по отношению к положению 
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(рез в чистом Si.
Работа выполнена при поддержке Государственного гранта Ф–2-31.
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